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Laboratério No. 5
Memoéria RAM Estética

PREPARATORIO

Projete um banco de memdria estética de 128 X 4 bits com um dispositivo de TESTE de integridade
de contetdo, utilizando integrados 2114L (1024 X 4 bits). Nesta experiéncia, somente as primeiras 64
posi¢cdes de cada chip 2114 serdo utilizadas. Num projeto real, somente um chip seria necessario; o objetivo
€ simular chip de menor capacidade, utilizando dois chips em paralelo, controlados pelo sinal chip enable.

Neste projeto, os hits de dados devem ser ligados a uma barra bi-direcional (DATAO-DATA3), cujo
contelido pode ser continuamente visualizado por meio de LEDs 7 segmentos. Os sinais de endereco
também devem ser visualizados em LEDs.

O banco de meméria devera ser testado por um processo continuo de ESCRITA e LEITURA
(TESTE) de seu conteddo.

1. Em qualquer instante, a memoria estd sendo lida ou escrita, dependendo de uma chave externa
EXTR/W. Quando em modo ESCRITA (EXTR/W=0), a memdria deve ser continuamente carregada (de
modo sequencial) com o valor INVERTIDO dos 4 bits menos significativos do endereco da posicéo.

Por exemplo:
Endereco 0001100
Contetido 0011

2. Quando em LEITURA (EXTR/W=1), a memodria deve ser continuamente lida e testada (de modo
sequencial). O TESTE é a comparacédo do contelido da posi¢éo corrente de memaoria com o seu endereco
invertido. Em caso de erro, o processo deve ser interrompido no endereco corrente e mantido em modo
LEITURA. Umsina externo RESET_ERRO restaura o processo de TESTE.

3. A frequéncia de LEITURA ou ESCRITA deve ser suficientemente baixa para se visualizar os dados e,
as vezes, suficientemente alta para escrever toda a memoria em segundos (uso o gerador externo).

4. O gerador do pulso de ESCRITA da 2114 (WE=0) deve permitir a variagdo da largura do pulso, de
modo a ser possivel explorar o limite de velocidade da memoaria (tw minimo).

5. O circuito deve dispor ainda de uma chave INT gue interrompe o processo de leituralteste, deixando a
memoria no modo leitura, no endereco corrente.

6. Simule o circuito projetado.

7. Estude o diagrama de tempo da 2114 de modo a satisfazer os requisitos de tempo.

LABORATORIO

1. Testeo circuito quanto ao seu funcionamento geral.

2. Visudlize no osciloscopio, simultaneamente, os sinais CS e WE na ESCRITA e CS e DATAI na
LEITURA.

3. Teste seu circuito desconectando algum sinal de dados da memdria de modo a provocar erros durante o
teste.

4. Reduzaalargura de WE=0 na ESCRITA de maneira a verificar os limites de velocidade do 2114 (valor

para o qual havera erros na escrita) e assim, provocar erros durante a fase de testes.



